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DESCRIPCION
Sensor de corriente que funciona de acuerdo con el principio de compensacién

La invencién se refiere a un sensor de corriente que funciona de acuerdo con el principio de compensacién, que
comprende una bobina primaria a través de la cual fluye la corriente a medir y de esta manera crea un campo
magnético, que comprende, ademas, una bobina secundaria, en el que las dos bobinas estan acopladas
magnéticamente por medio de un nucleo magnético con intersticio, en el que una corriente de compensacion fluye a
través de la bobina secundaria, que genera un campo magnético que compensa el de la bobina primaria, que
comprende, ademas, una resistencia de terminacion conectada en serie a la bobina secundaria, que comprende,
ademas, medios sensores, que estan expuestos al campo magnético resultante de las bobinas primaria y
secundaria, que comprende, ademas, un circuito amplificador conectado curso abajo de los medios sensores que
alimenta la corriente de compensacion a la bobina secundaria a través de la resistencia de terminacion, en el que el
circuito amplificador comprende un amplificador de modo conmutado que incluye un modulador, que comprende,
ademas, un puente de salida de MOSFET de potencia con un primero y segundo MOSFET de potencia.

Los sensores de corriente que funcionan de acuerdo con el principio de compensacién se llaman también a menudo
sensores de corriente de circuito cerrado. Los sensores de corriente de circuito cerrado se basan en un circuito
magnético, llamado nucleo, de un material altamente permeable que rodea un arrollamiento primario con la corriente
que debe medirse. Un elemento sensor de flujo localizado en el circuito magnético, por ejemplo en un intersticio de
aire, detectara cualquier flujo magnético inducido en el circuito y generara una sefial proporcional. Esta sefial es
amplificada por alguna fase de potencia electrénica, llamado circuito amplificador, que generara una corriente a
través de un arrollamiento secundario. Esta corriente se opone a la corriente primaria que establece una
realimentaciéon negativa y compensara su efecto sobre el circuito magnético, aparte de una induccién magnética
pequefia que se requiere como la variable de actuacién para el funcionamiento del circuito de realimentacion. Esta
induccion residual corresponde a un error de la corriente de todo el sensor y necesita mantenerse pequefa. Esto se
puede conseguir disefiando el amplificador para una ganancia muy alta, en términos de corriente secundaria por
induccion magnética del nucleo.

La técnica anterior muestra una manera de reducir pérdidas de conduccién en el circuito amplificador utilizando un
amplificador de modo conmutado con un esquema de modulacién de la anchura del impulso en lugar de un
amplificador lineal. Conmutando continuamente entre conduccién completa y aislamiento, estos tipos de dispositivos
reducen significativamente las pérdidas de conduccién, aunque a costa de algunas pérdidas de conmutacion
adicionales. Las pérdidas totales seran normalmente todavia muy inferiores en comparacién con los amplificadores
lineales. Un amplificador de modo conmutado generara una tension de salida pulsatil, cuya media correspondera a
la salida de un amplificador lineal correspondiente. Una salida continua se puede restablecer por medio de filtrado
adecuado.

Un sensor de corriente de circuito cerrado con un amplificador de modo conmutado se conoce a partir del
documento DE-OS-196 42 472, en el que el sensor utiliza un amplificador conmutable para reducir el requerimiento
de potencia para la corriente de compensacion y para reducir las pérdidas en una operacion con tension de
alimentacion excesiva, y que se controla por una sefial de puerta modulada en la anchura del impulso, que posee un
ciclo de trabajo que depende del valor medido.

El documento US 6.713.999 B1 muestra un sensor de corriente que esta provisto con filtros de paso bajo para
estabilizar la sefial de compensacion modulada en la anchura del impulso, donde el sensor de corriente esta provisto
también con un elemento RC adicional y, ademas, un medio de limitacion que constan de diodos Zener y una
resistencia 6hmica esta prevista para suprimir corrientes transitorias rapidas.

El documento US 2004/0204875 A1 muestra un sensor de corriente que utiliza el principio de compensacion, en el
que la sonda de campo magnética es suministrada con una tension de onda cuadrada de una frecuencia
predeterminada, la sefial de la sonda es registrada por uno o dos comparadores y la anchura del impulso es medida
digitalmente por contadores, y la fase final analégica convencional para la corriente de compensacioén es sustituida
por una fase final PWM con un modulador sigma-delta conectado en serie.

El documento DE 197 05 767 A1 muestra un sensor de corriente que trabaja de acuerdo con el principio de
compensacion, en el que el campo magnético producido por la corriente a medir y que fluye a través de un
arrollamiento primario es compensado por una corriente de compensacion en un arrollamiento secundario y en el
que al menos un sensor afectado por el campo magnético detecta divergencias desde la corriente cero con el fin de
controlar la corriente de compensacion y suministra a un circuito controlador dicho valor de medicion para
proporcionar una corriente de compensacion. El segundo arrollamiento esta conectado en serie a una resistencia
terminal en la salida del circuito control. Una corriente que es proporcional a la corriente a medir es suministrada a la
resistencia terminal. El circuito controlador tiene un dispositivo amplificador controlado por reloj que genera una
corriente de compensacion modulada en la anchura del impulso correspondiente a partir del valor de medicion lineal
proporcionado por el circuito de evaluacion para alimentar el arrollamiento secundario y la resistencia terminal.
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Se ha propuesto utilizar un circuito amplificador que comprende un amplificador de modo conmutado con un
modulador de la anchura del impulso y de la densidad que opera sobre la base de la modulacion de la anchura del
impulso y de la densidad, convirtiendo la corriente de compensacion en una corriente modulada en la anchura del
impulso y en la densidad, con una frecuencia de conmutacion que es una funcién de la corriente de compensacion
en el sentido de que la frecuencia de compensacion es alta con corrientes pequefias y baja con corrientes altas. En
tal configuracion, las pérdidas de conmutacién son minimas con corriente grande cuando las pérdidas de conduccion
son maximas, y con maximas con corriente pequefia cuando las pérdidas de conduccion son minimas. El esquema
de modulacion de la anchura del impulso y de la densidad da como resultado, por lo tanto, un perfil de disipacion de
potencia casi constante frente a la corriente de salida con pérdidas maximas bajas. Ademas, la ondulacién de un
sensor de corriente que tiene un circuito amplificador que comprende un amplificador de modo conmutado que opera
sobre la base de una modulacion de la anchura del impulso y de la densidad, se reduce a medida que se incrementa
la frecuencia de conmutacion, lo que significa que la ondulacion de la modulacién de la anchura del impulso y la
densidad es proporcional a la corriente de salida. La ondulacion relativa se optimiza de esta manera sobre todo el
rango de corriente de salida, permitiendo un filtrado simple y de bajo coste.

Los sensores de corriente de circuito cerrado son sensores activos, que necesitan un suministro de potencia externo
para la compensacion de la corriente secundaria y para alimentar el circuito electronico interno. De esta manera, se
disefian o bien para operacion unipolar o bipolar, es decir, que la salida del sensor o bien esta referenciada a la
tension del carril inferior o al nivel de tension media. Con una tensién de referencia de 0V, los terminales de
suministro de un sensor unipolar seran conectados a una tension de alimentacion positiva y a 0V, respectivamente,
mientras que con sensores bipolares seran conectados a la tension de alimentacion positiva y negativa.

En muchas aplicaciones, el operador puede seleccionar el nivel de la tensién de suministro desde un cierto rango,
por ejemplo de 15 V a 24 V. Dependiendo de las tensiones de alimentacion disponibles en una aplicacion dada, el
sensor puede ser accionado alternativamente a diferentes niveles de tension, lo que da como resultado una
flexibilidad mas alta. Con una tensién de alimentacion mas alta, el sensor de corriente de circuito cerrado puede
operar a corrientes primarias mas altas en modo activo, es decir, dentro de un rango dinamico mayor, mientras que
las pérdidas seran menores si se utiliza una tensién de alimentacion menor con corrientes bajas.

Por tanto, es una ventaja si el sensor de corriente de circuito cerrado puede ser operado con tensiones de
alimentacion todavia bajas, cuando se requiera.

Para alimentar los componentes de la circuiteria de sensor que tienen diferentes niveles de la tensiéon de suministro,
deben derivarse, ademas, tensiones de alimentacion internas a partir de la alimentacién de potencia externa. Se ha
propuesto utilizar un primer regulador de tension lineal para alimentar un primer grupo de componentes de sefiales
pequefos de la circuiteria del sensor, por ejemplo pre-amplificadores, el modulador, el sensor Hall, con una tension
de alimentacion que esta tipicamente, por ejemplo, entre 3 V y 5 V. Para controlar los MOSFETs de potencia del
puente de salida, se requiere normalmente en aplicaciones de la técnica anterior una unidad de accionamiento de
puerta adicional, que tiene impedancias de salida pequenas, que se utiliza para controlar las puertas de los
MOSFETs de potencia del puente de salida proporcionando los niveles de tensién y los picos de corriente
requeridos. Las unidades de accionamiento de puerta conocidas requieren tipicamente una tension de alimentacion
entre 8 V y 16 V. Por tanto, se requiere un segundo regulador de tension capaz de suministrar al menos 8 V para
esta finalidad en circuiteria conocida de acuerdo con la técnica anterior.

Por tanto, el problema se resuelve por la presente invenciéon proporcionando un sensor de corriente de circuito
cerrado que evita la necesidad de una segunda alimentacion de potencia interna y una unidad de accionamiento de
puerta dedicada en la electrénica del sensor, para simplificar la circuiteria electrénica.

El problema se soluciona de acuerdo con la invencién por un sensor de corriente de circuito cerrado, como se define
en la reivindicaciéon 1, que funciona de acuerdo con el principio de compensacion, que comprende una bobina
primaria a través de la cual fluye la corriente a medir, creando un campo magnético, que comprende, ademas, una
bobina secundaria, a través de la cual fluye corriente de compensacion, que genera un campo magnético que
compensa la bobina primaria, que comprende, ademas, una resistencia de terminacién conectada en serie a la
bobina secundaria, que comprende, ademas, medios sensores, que estan expuestos al campo magnético resultante
de las bobinas primaria y secundaria, que comprende, ademas, un circuito amplificador conectado curso abajo de
los medios sensores sobre el lado de salida y que alimenta la corriente de compensacion a la bobina secundaria a
través de la resistencia de terminacién, en el que el circuito amplificador comprende un amplificador de modo
conmutado con un modulador, que comprende, ademas, un puente de salida MOSFET de potencia con al menos un
primero y un segundo MOSFET de potencia, en el que el modulador tiene dos salidas complementarias y en el que
la puerta del primer MOSFET, que esta sobre el lado bajo del puente, estd conectada a una primera salida de
modulador, y en el que la puerta del segundo MOSFET, que esta sobre el lado alto del puente, esta conectada a una
segunda salida de modulador, que es complementaria de la primera salida de modulador a través de un
transformador de impulsos y en el que, ademas, la puerta del segundo MOSFET esta conectada a un circuito de
descarga con el fin de desconectar efectivamente la puerta cuando el segundo MOSFET esta desconectado.
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De acuerdo con una forma de realizacién preferida de la invencién, el modulador opera sobre la base de la
modulacién de la anchura del impulso y la densidad, con una frecuencia de conmutacion que es una funcién de la
corriente de compensacion en el sentido de que la frecuencia de conmutacioén es alta con corrientes bajas y baja con
corrientes altas.

El circuito de acuerdo con la invencion proporciona un método alternativo para controlar las puertas de los
MOSFETs de potencia sin necesidad de una unidad de accionamiento de puerta dedicada. La tension de
accionamiento deseada es proporcionada a través de un componente pasivo, el transformador de impulsos, que
permite provocar la desviaciéon de la tensiéon requerida para el MOSFET de lado alto. El sensor de acuerdo con la
invencion puede ser accionado sobre un rango de alimentacidon muy amplio. Con corrientes pequefias. el sensor
puede ser accionado con tensiones de alimentacion muy bajas, hacia abajo hasta aproximadamente 5 V. El principio
inventivo se puede utilizar tanto con sensores de corriente unipolar o con sensores de corriente bipolar. El principio
inventivo puede utilizarse, ademas, tanto con fases de potencia de semipuente o de puente completo. El coste del
sistema de un sensor de corriente de acuerdo con la invencion se reduce, ya que no se requiere un segundo
regulador de tension ni una unidad de puerta dedicada.

De acuerdo con una forma de realizacién preferida de la invencion, la puerta del primer MOSFET del puente de
salida de MOSFET esta conectada a la primera salida del modulador a través de una resistencia.

De acuerdo con otra forma de realizacién preferida de la invencion, la puerta del primer MOSFET esta conectada a
un circuito de desconexion, que esta controlado por la segunda salida del modulador para amplificar la desconexion
del primer MOSFET. Entonces se puede conseguir una conmutaciéon mas rapida con menos pérdidas. En otra forma
de realizacion el circuito de desconexién puede comprender un transistor bipolar o un MOSFET.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencion, el transformador de impulsos se caracteriza por
una relacion de transformacion alrededor de 1 o mayor, seleccionada para alcanzar la tensiéon de accionamiento
deseada.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencion, esta previsto un circuito de bloqueo entre el
transformador y el segundo MOSFET de potencia para asegurar la conmutacion éptima. Todavia en otra forma de
realizacion preferida, el circuito de bloqueo comprende un diodo umbral de Schottky, que se utiliza para rectificar el
impulso positivo que procede desde el transformador de impulsos y para mantener una caida de la tension de fuente
de puerta positiva sobre la puerta del segundo MOSFET de potencia durante el tiempo de conduccion.

De acuerdo con otra forma de realizacion preferida de la invencion, el circuito de descarga emplea un transistor
bipolar y un diodo que se caracteriza por un coste muy bajo. Naturalmente, la invencion no esta limitada a tal forma
de realizacion y son posibles otras implementaciones sin abandonar el alcance de la invencion.

De acuerdo con otra forma de realizacién de la invencién, los MOSFETs de potencia se caracterizan por
condensadores de potencia pequefios conectados entre la puerta y la fuente.

Las anteriores y otras caracteristicas y ventajas de la presente invencion seran mas evidentes a la luz de la
descripcion mencionada anteriormente y los dibujos que se acompafian, en los que:

La figura 1 muestra un esquema de una disposicion de sensor de corriente de circuito cerrado.
La figura 2 muestra un diagrama de bloques del circuito amplificador en una primera forma de realizacion.

La figura 3 muestra una forma de realizacion preferida del circuito inventivo aplicado entre el modulador y el puente
de salida MOSFET de potencia.

Los elementos con la misma funcién y modo de funcionamiento se proporcionar en las figuras 1 a 3 con las mismas
referencias.

La figura 1 muestra esquematicamente una disposicion de sensor de corriente de circuito cerrado 1. El sensor se
basa en un circuito magnético que comprende un ndcleo magnético 2 de un material altamente permeable. El nicleo
magnético 2 esta encerrado por una bobina primaria 3 con un nimero de arrollamientos primarios Np con la corriente
Ir que debe medirse. En la disposicion mostrada en la figura 1, la bobina primaria 3 consta de un solo arrollamiento.
Un elemento sensor de flujo 4 localizado en el intersticio de aire 5 del nicleo magnético 2 detectara cualquier flujo
magnético inducido en el circuito magnético y generara una sefal proporcional. Esta sefial del elemento sensor de
flujo es amplificada por una fase de potencia electrénica como parte de un circuito amplificador 6.

El circuito amplificador 6 genera en su salida 27 una corriente secundaria Is que fluye a través de una bobina
secundaria 7 que encierra también el nicleo magnético 2 y tiene un nimero de arrollamientos secundarios Ns.

La corriente secundaria esta opuesta a la corriente primaria creando una realimentacion negativa. Compensara el
efecto de la corriente primaria sobre el circuito magnético, aparte de un induccién magnética pequefia que se
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requiere como la variable de actuacion para la operaciéon del circuito de realimentacion. Esta induccion residual
corresponde a un error de corriente de toda la disposicion de sensor 1 y debe mantenerse pequefia. Esto se puede
conseguir disefiando el amplificador para una ganancia muy alta.

El circuito amplificador 6 es alimentado por una alimentacién de potencia + Va y - Va. La magnitud de la corriente
secundaria Is se mide con una resistencia de terminacion 8, también llamada resistencia de medicién Ry conectada
en serie al arrollamiento secundario Ns, aqui conectado, ademas, a potencial de tierra. La caida de la tension Vy a
través de la resistencia de medicion Ry es una indicacién de la corriente secundario Is y de esta manera da el valor
de medicién para la corriente primaria Ip.

El circuito amplificador 6 comprende un amplificador de modo conmutador que opera con un modulador de la
anchura del impulso y la densidad, que opera sobre la base de la modulacién de la anchura del impulso y la
densidad, conmutando la corriente de compensacion en una corriente modulada en la anchura del impulso y la
densidad, con una frecuencia de conmutacién que es una funcién de la corriente de compensacioén en el sentido de
que la frecuencia de conmutacion es alta con corrientes pequefas y baja con corrientes altas.

La figura 2 muestra esquematicamente la integracion del circuito inventivo 14 aplicado entre el modulador 12 y el
puente de salida de MOSFET de potencia del circuito amplificador 6.

El circuito amplificador 6 comprende un pre-amplificador 21, seguido por el modulador 12 con dos salidas
complementarias 18, 18'. En el lado de salida del circuito amplificador 6 existe una primera fase de potencia con un
semi-puente MOSFET de potencia, que tiene un primer MOSFET 23 y un segundo MOSFET 22. El primer MOSFET
23 esta conectado a la tensién de alimentacion negativa -Vs, es por lo que se llama también MOSFET de lado bajo.
El segundo MOSFET 22 esta conectado a la tension de alimentacion positiva + Vs, es por lo que se llama también
MOSFET de lado alto.

La puerta del primer MOSFET 23 esta conectada a una primera salida de modulador 18. La puerta del segundo
MOSFET 22 esta conectada a la segunda salida del modulador 18', que es complementaria de la primera salida del
modulador 18, a través de un transformador de impulsos 9. El transformador de impulsos se caracteriza por una
relacion de transformacion alrededor de 1 o mayor, seleccionado para alcanzar la tension de accionamiento deseada
para el semi-puente de MOSFET de potencia 22, 23.

Ademas, la puerta del segundo MOSFET 22 esta conectada a un circuito de bloqueo y descarga 10 para mantener
efectivamente la tension de la puerta del transistor en nivel alto cuando el MOSFET 22 debe estar en estado
conectado y para forzar la tension de la puerta hacia abajo cuando el segundo MOSFET 22 debe desconectarse.

La puerta del primer MOSFET 23 esta conectada, ademas, a un circuito de desconexiéon 11, que esta controlado por
la salida del segundo modulador 18' a través de una linea de conexién 13 para amplificar la desconexion del primer
MOSFET 23.

De esta manera, entre el modulador 12 y la pareja de MOSFETSs de alta potencia 22, 23 se encuentra el circuito que
comprende el transformador de impulsos 9, la unidad de bloqueo y descarga 10 y el circuito de desconexion 11.
Para conseguir buen rendimiento de coincidencia y conmutacion, el semi-puente esta formado con preferencia por
dos MOSFETSs de tipo-n, pero también es posible el uso de MOSFETs complementarios. Como una alternativa, el
principio se puede utilizar también con un puente completo en lugar de un semi-puente de conmutadores de
potencia.

Curso abajo del semi-puente de MOSFET 22, 23 existe un filtro de salida 26 de paso bajo, aqui con una disposicion
RC, que elimina los componentes de conmutacién de alta frecuencia de la sefial modulada. La sefial de corriente
filtrada es alimentada entonces a través de la bobina secundaria 7, ver la figura 1.

La figura 3 muestra una forma de realizacién del circuito 14 aplicado entre el modulador 12 y el puente de salida
MOSFET de potencia 22, 23, que se muestra en la figura 2 de una manera esquematica.

La puerta del primer MOSFET 23 esta conectada a la primera salida del modulador 18 a través de una resistencia
15.

El circuito de desconexidon 11 se realiza con un transistor 16, que puede ser un transistor FET o bipolar y que esta
controlado por la otra salida complementaria 18' del modulador 12 y se utiliza para amplificar la desconexién del
MOSFET 23 de potencia de lado bajo. Entonces se consigue una conmutaciéon mas rapida con menos pérdidas.
También son posibles otras implementaciones del circuito de desconexion.

La salida complementaria 18' del modulador 12 esta conectada al MOSFET de potencia del lado alto 22 a través de
un transformador de impulsos simple y de muy bajo coste 9. El transformador 9 se caracteriza por una relacion de
transformacioén en torno a 1 o mas alta, seleccionada para alcanzar la tensién de accionamiento deseada.

Un circuito de bloqueo, por ejemplo Schottky 17 de umbral bajo, se utiliza para rectificar el impulso positivo que
5
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procede desde el transformador 9 y mantener una caida positiva de la tension sobre la puerta del MOSFET de
potencia 22 durante su tiempo de conduccion.

Un circuito de descarga 10 se utiliza entre el transformador 9 y el MOSFET 22 de potencia del lado alto para
asegurar la conmutacion optima. El circuito de descarga 10 descarga eficientemente la puerta del MOSFET 22 del
lado alto cuando se desconecta. El circuito de descarga 11 emplea un transistor bipolar 19 y un diodo 17 que se
caracteriza por coste muy bajo. No obstante, también son posibles, naturalmente otras implementaciones.

Los MOSFETSs de potencia 22, 23 se pueden caracterizar por condensadores de almacenamiento pequeios 24, 25
conectados entre la puerta y la fuente.

Leyendas de las figuras

1 Disposiciéon de sensor de corriente de circuito cerrado

2 Nucleo magnético

3 Bobina primaria

4 Elemento sensor de flujo

5 Intersticio de aire

6 Circuito amplificador

7 Bobina secundaria

8 Resistencia de terminacion
Transformador de impulsos

10 Circuito de bloqueo y descarga

11 Circuito de desconexién

12 Modulador

13 Linea de conexién

14 Circuiteria

15 Resistencia

16 Transistor

17 Diodo

18, 18' Salidas del modulador

19 Transistor bipolar

20 Diodo

21 Preamplificador

22 MOSFET de alta potencia

23 MOSFET de alta potencia

24 Condensador de almacenamiento

25 Condensador de almacenamiento

26 Filtro de salida

27 Salida del circuito amplificador
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REIVINDICACIONES

1.- Sensor de corriente (1) que funciona de acuerdo con el principio de compensacién, que comprende un nucleo
magnético con intersticio (2) con

- una bobina primaria (3) a través de la cual fluye la corriente a medir, creando un campo magnético,

- una bobina secundaria (7), a través de la cual fluye corriente de compensacion, que genera un campo magnético
que compensa el de la bobina primaria (3),

- una resistencia de terminacion (8) conectada en serie a la bobina secundaria (7),

- medios sensores (4), que estan expuestos al campo magnético resultante de las bobinas primaria y secundaria (3,
7),

- un circuito amplificador (6) conectado curso abajo de los medios sensores (4) que alimenta la corriente de
compensacion a la bobina secundaria (7) a través de la resistencia de terminacion (8), en el que el circuito
amplificador (6) comprende un amplificador de modo conmutado que incluye un modulador de la anchura del
impulso y de la densidad (12), y un puente de salida MOSFET de potencia con al menos un primero y un segundo
MOSFET de potencia (22, 23),

caracterizado por que el modulador (12) tiene dos salidas complementarias (18, 18') y por que la puerta del primer
MOSFET (23) esta conectada a una primera salida de modulador (18), y por que la puerta del segundo MOSFET
(22) esta conectada a una segunda salida de modulador (18"), que es complementaria de la primera salida de
modulador (18) a través de una conexion en cascada del transformador de impulsos (9) y el circuito de bloqueo y de
descarga (10) con el fin de controlar efectivamente la puerta cuando el segundo MOSFET (22) debe conectarse o
desconectarse.

2.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el modulador (12) funciona sobre la base de
la anchura del impulso y la modulacién de la densidad, con una frecuencia de conmutacion que es una funcion de la
corriente de compensacion en el sentido de que la frecuencia de conmutacion es alta con corrientes pequefias y
baja a altas corrientes.

3.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que la puerta del primer MOSFET (23) esta
conectada a la primera salida del modulador (18) a través de una resistencia (15).

4.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que la puerta del primer MOSFET (23) esta
conectada a un circuito de desconexion (11), que esta controlado por la segunda salida del modulador (18') pata
amplificar la desconexion del primer MOSFET (23).

5.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que el transformador de impulsos (9) se
caracteriza por una relacion de transformacion de alrededor de 1 o superior.

6.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que esta previsto un circuito de bloqueo entre el
transformador (9) y el segundo MOSFET de potencia (22) para asegurar la conmutacion éptima.

7.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el circuito de bloqueo y de descarga (10)
comprende un diodo umbral bajo Schottky (20), que se utiliza para rectificar el impulso positivo que procede desde el
transformador de impulsos (9) y para mantener una tension de fuente de puerta positiva del segundo MOSFET de
potencia (22) durante el tiempo de conduccion.

8.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que el circuito de bloqueo y de descarga (10)
emplea un transistor bipolar (19) y un diodo (17) para una descarga mas rapida de la puerta del segundo MOSFET
(22).

9.- Sensor de corriente (1) de acuerdo con la reivindicacion 2, en el que los MOSFETs de potencia (22, 23) se
caracterizan por condensadores de potencia (24, 25) pequefios conectados entre la puerta y la fuente.
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